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il Dimensions In Millimeters Dimensions In Inches
Min Max Min Max
A 1.050 1.250 0.041 0.049
Al 0.000 0.100 0.000 0.004
A2 1.050 1.150 0.041 0.045
b 0.300 0.500 0.012 0.020
C 0.100 0.200 0.004 0.008
D 2.820 3.020 0.111 0.119
E 1.500 1.700 0.059 0.067
El 2.650 2.950 0.104 0.116

e 0.950 0.037

el 1.800 2.000 0.071 0.079
L 0.300 0.600 0.012 0.024

0 0° 8° 0° 8°

SOT23-6 Package Outline Dimension

Version 3.2 F12mF 141 Copyright©2017, Wing Semiconductor



I SCR AR F EM il AT, s Al 5 TR FME T B 7 PO AR, Sr A RT3 WWW.SZLCSC.COM, Fh B4 S i B B Te oM A2 5 - 6

YT E i i R E A 7 R A #

w SHEN ZHEN FINE MAD ELECTRONICS GROUP CO., LTD.
FMA4057 (sci4i%: sacic1803) 32V M EBR TR Y FerEC)
E
[T ] _I;—___Ezi—*___jl [ 1] —
gl | 4 ° °
(1] i | —
Ol
Al AZ
A

E1
: ~
—]
Y Jr 1
\ — ]
Sl Dimensions In Millimeters Dimensions In Inches
Min Max Min Max
A 1.300 1.700 0.051 0.067
Al 0.000 0.100 0.000 0.004
A2 1.350 1.550 0.053 0.61
b 0.330 0.510 0.013 0.020
c 0.170 0.250 0.007 0.010
D 4.700 5.100 0.185 0.201
D1 3.202 3.402 0.126 0.134
E 3.800 4.000 0.150 0.157
E1l 5.800 6.200 0.228 0.244
E2 2.313 2.513 0.091 0.099
e 1.270 0.050
L 0.400 1.270 0.016 0.050
0 0° 8° 0° 8°
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svmbol Dimensions In Millimeters Dimensions In Inches
¥ Min Max Min Max
A 0.700 0.800 0.028 0.031
Al 0.000 0.050 0.000 0.002
A3 0.203REF. 0.008REF.
D 1.950 2.050 0.077 0.081
E 1.950 2.050 0.077 0.081
b 0.200 0.300 0.008 0.012
e 0.650TYP. 0.026TYP.
L 0.300 ‘ 0.400 0.012 0.016
DFN6 Package Outline Dimension
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